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El presente invento se refiere a un conmu­
tador de estado sólido. Se describe un circuito de excitación 

capacitiva de alta tensión para acoplar una tensipn de entrada 

de o de impulsos de a un relé que tiene un circuito de salida 
$ de alta tensión, en dónde la salida ddl circuito relé de alta 

tensión está aislada eléctricamente de la entrada de control 

sin la utilización de acopladores ópticos. El circuito de 

excitación capacitiva combinado y el circuito conmutador de 

alta tensión del presente invento pueden integrarse en un 

10 único chip de silicio que utiliza técnicas de fabricación

de aislamiento convencionales para proporcionar un buen ais­

lamiento entre la entrada de control y la salida del circuito 

relé de alta tensión. Un par de acopladores capacitivos adap­

tados se excitan en un modo de push-pull para enviar cargas 

15 eléctricas a un circuito de control en flotación que estable­
ce el contacto del relé de alta tensión. Un circuito exclusivo 

0R impide que las señales de alta tensión en los terminales 

de contacto desplacen inadvertidamente el contacto 0N (conec­
tado) o el OFF (desconectado) respondiendo solamente a entra- 

20 das fuera de fase. El conmutador de alta tensión descrito

y el circuito de excitación acoplado capacitivamente es apro­

piado para su fabricación en un único chip semiconductor.

J51 presente invento está referido al campo 
de los circuitos integrados y más concretamente a un conmuta- 

25 dor de alta tensión y un circuito de excitación acoplado ca­

pacitivamente para proporcionar un relé de alta tensión con 

una entrada controlada que es apropiado para su fabricación 

en un único chip de silicio. El presente invento también se 

refiere al campo de los circuitos de línea telefónica dé es- 

30 tado sólido en dónde se requieren relés DC en circuito inte-
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grado y circuitos de excitación acoplados capacitivamente 

para acoplar las tensiones de entrada DC a conmutadores de 

alta tensión manteniendo sin embargo el aislamiento entre 
el conmutador de alta tensión y la entrada DC controlada al 

5 conmutador.
Los conmutadores de alta tensión de técnica 

anterior para derivar una señal de salida de alta tensión 

de una entrada DC en dónde se requiere que la parte del conmu­

tador del circuito se fabrique en una configuración MOS en 

10 chip de silicio y circuito integrado, por ejemplo, deben man­

tener el aislamiento eléctrico entre los contactos del relé 

de estado sólido del conmutador de alta tensión y la entrada 

de control por la que se acoplan al circuito una tensión DC 

o una tensión DC en impulsos. En la técnica anterior este 
15 aislamiento eléctrico se conseguía por medio de acopladores 

ópticos o transformadores. Ni los acopladores ópticos ni los 

transformadores pueden combinarse con el,conmutador de alta 
tensión sobre un único chip de circuito integrado utilizando 

técnicas de fabricación de circuitos integrados conocidas 

20 actualmente para el diseño de un circuito integrado MOS. El 

aislamiento entre la salida del relé de estado sólido del 

conmutador de alta tensión y su entrada de control es esen­

cial en uña configuración de circuito integrado, ya que la 

alta tensión a la salida del relé podría destruir la porción 

2$. del lógico de entrada del circuito, causando una conmutación 

indeseable del relé. Adiconalmente, el aislamiento de los 

terminales de salida del conmutador de alta tensión y su 

entrada de control es particularmente apropiado en aplica­

ciones tales como los circuito de línea telefónica en dónde 

30 se requiere una tierra de flotación en el conmutador.
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Como se ha mencionado anteriormente, los 

acopladores óptivos deben fabricarse separadamente y ensam­

blarlos luego en lugar de fabricarse sobre un único chip 

de silicio para la transmisión de señales entre dos circuitos 

5 que deben estar aislados eléctricamente entre sí. Tales aco­

plados ópticos incluyen normalmente un diodo de emisión lu­
minosa y transistores fotosensibles configurados de tal ma­

nera que se aplique una tensión de entrada a los terminales 

LED. La salida de luz LED resultante conecta entonces los 

10 transistores fotosensibles produciendo una tensión de salida 

aislada eléctricamente a la salida del fototransistor de la 

tensión de entrada. Tales acopladores ópticos son bien cono­

cidos y se describen en Microelectrónica Moderna de la Aso­

ciación de Educación e Investigación, Segunda Impresión 1974 
1 $ en las páginas 312 y 313-

E1 presente invento puede utilizarse venta­

josamente en la fabricación de multicircuitos MOS fabricados 
según los bien conocidos procesos de aislamiento dieléctrico 

que se describen con más detalles, por ejemplo, en Microelec- 

20 trónica Moderna antes mencionada, Segunda Impresión 1974, en 

las paginas 425 a 434. Una particular técnica de fabricación 

conocida en dónde las curvas en forma de V se graban al agua 
fuerte en la superficie del dado semiconductor de óxido me­

tálico (VMOS) es una técnica de fabricación bien conocida 

25 en dónde la diferencia vertical entre dos capas de difusión^ 

(la longitud de canal) se mantiene corta, esto es, algunos 

micrones es, una tecnología lógica MOS normal que es apropiada 

para fabricar el circuito del presente invento y en dónde no 

pueden integrarse los acopladores ópticos de la tecnología 
30 anterior. Ua que estas técnicas de fabricación ya son bien
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conocidas, no las describiremos aquí con detalle, pero hare­

mos referencia a la Microelectrónica Moderna mencionada an­

teriormente para una descripción de la fabricación MOS.

El circuito descrito sin los acopladores 

5 o transformadores de la técnica anterior puede fabricarse

en circuitos integrados en gran escala (LSI) junto con otros 

dispositivos y es particularmente apropiado para su utiliza­

ción en tales circuitos LSI diseñados para su fabricación en 

grandes cantidades, tal como la parte del generador de señal 

10 de los circuitos de líneas telefónicas del tipo descrito en 

la solicitud de patente norteamericana Na 773-713-
Describiremos a continuación una combina­

ción de un conmutador de alta tensión y un circuito de exci­
tación acoplado capacitivamente para un relé de circuito in- 

15 tegrado en dónde el aislamiento de la tensión de entrada de 

control de la salida de alta tensión del relé se consigue 
por medio de un par de condensadores adaptados y una puerta 

exclusiva 0R que responde solamente a una entrada de exicta- 

ción fuera de fase. Los condensadores de acoplamiento adap- 

20 "tados que se excitan en una configuración en push-.pull pro­

porcionan una señal a la salida de una puerta lógica que, 

cuando se aplica a las puertas de un par de transistores MOS 

los pasa a la condición ON(conectados), y proporciona un 

conmutador de alta tensión en las salidas de los mismos. La 

25. puerta exclusiva OR no responde a una entrada de excitación 
en fase, com consecuencia el relé no está sujeto a conmuta­

ciones inadvertidas causadas por fallo del aislamiento de la 

salida del conmutador respecto a la entrada de control. La 

combinación del conmutador y el circuito de excitación capa- 

30 citivo puede fabricarse totalmente sobre un solo chip de si-
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licio en configuración VMOS sin la necesidad de acopladores 

ópticos o transformadores.

La Fig. 1 es un esquema de un conmutador 

de alta tensión y un circuito de excitación acoplado capa- 

5 citivamente de acuerdo con el invento.

La Fig. 2 es un diagrama simplificado de 

un generador de señal del tipo de puente aislado en flotación 

para su utilización en un circuito de línea telefónica en 
dónde-puede utilizarse el presente invento.

10 Refiriéndonos a la Fig. 1, en ella se ilus­
tra en 10 la combinación del conmutador de alta tensión y 

el circuito de excitación acoplado capacitivamente. Un reloj 

de 5 MHz u otra señal apropiada se acopla a través de una 

puerta NAND al lógico de entrada 12 y excita un.-par de con- 

15 densadores adaptados en el circuito de excitación acoplado 

capacitivamente 14 para acoplar una tensión DC aplicada a 

la cadencia del reloj aplicado al conmutador de alta ten­
sión 16, parte del circuito. Los condensadores adaptados 

28 y 30 son normalmente de unos diez picofaradios con cons- 

20 tantes de tiempo de aproximadamente 10-4. El lógico de entra­

da 1 2 , el excitador acoplado capacitivamente 14 y el conmu­

tador de alta tensión 16 pueden configurarse sobre un único 

chip de silicio al que se aplica el reloj de 5 MHz; por un 

conmutador 18 estando en la posición 0N o al que puede apli- 

25- carse una señal en impulsos en la entrada de señal de 

control del conmutador 18, por ejemplo, puede ser de una 

frecuencia de 100 Hz o menos. La puerta NAND 20 tiene acopla­

do a una de sus entradas lógicas el reloj de 5 MHz y tiene 

acoplada a su otra entrada lógica 24 una señal que es bien 

30 baja (cero voltios) o alta (15 voltios) para volver el conmu-
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tador 16 a OFF (desconectado) u ON (conectado), respectiva­

mente. Un generado de tensión DC de 15 voltios 22 está aco­

plado a la puerta NAND 20 en la entrada de tensión apropiada 

para el dispositivo utilizado. Se obtiene una operación de 

5 conmutación por impulsos en una frecuencia de la señal de 

control en la entrada de la señal de control de impulsos 

al conmutador 18.
Cuando el conmutador 18 está en la posi­

ción ON (conectado), la tensión DC de 15 voltios aplicada 
10 en 22 se acopla internamente en la puerta NAND a la entrada 

lógica 24 de la puerta NAND 20. Los 15 voltios acoplados a 

la puerta NAND 20 en la linea 26, la cadencia de reloj de 

5'MHz aparece a la salida de la puerta NAND 20 y se acopla 

ja -un par de condensadores adaptados 28 y 30, estando acopla- 

da la tensión de excitación directamente al condensador adap­
tado 28 (en fase) e invertida por el inversor 32 antes de 

. apr acoplada (fuera de fase) al condensador adaptado 30. Los 
condensadores de acoplamiento adaptados 28 y 30 con valores 

"&n el margen de los 10 picofaradios sirven para acoplar ca­

go pacitivamente la entrada aplicada al lógico 12 a un nivel

de tensión determinado por el generador DC 22 a un circuito 

puente de diodos 3 =̂ que incluye cuatro diodos configurados 

como se ilustra en la figura. Esto en realidad desacopla la 

entrada DC de la tensión en el lado del puente de diodos de 

2$. los condensadores 28 y 30, realizado como consecuencia la 

función previamente realizada por un acoplador óptico, es­

to es, el aislamiento eléctrico. La tensión DC de 15 voltios 

aplicada a la puerta NAND 20 y el inversor 32 que se acopla 

al puente de diodos 34 también se acopla a una puerta ex- 

30 cluvisa 0R 36 que se alimenta por la entrada del puente de
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diodos 34. El condensador 38 filtra la entrada aplicada a ' 

la puerta exclusiva OR 36 por el puende de diodos 34, pro­

porcionando un rectificador de onda completa alimentado por 

una onda cuadrada de entrada a la cadencia de reloj de 5 MHz.

5 Aparece una tensión DC en los electrodos
puerta del conmutador de alta tensión 16 como sigue! la sa­

lida de la exclusiva—OR 36 es alta (ON) solamente cuando las 

dos entradas lógicas 40 y 42 a la misma desde el puente de 

diodos 34 están fuera de fase, esto es, cuando una entrada 

10 está alta (lógico 1 ) y la otra entrada está baja (lógico 0). 

Cuando la salida de la exclusiva-OR 36 es alta (lógico l) 

esta salida se acoplará a través del diodo 44, el condensa­

dor de carga 46 y conecta los transistores de alta tensión 

48 y 50. Esto sirve para proporcionar una vía de baja resis- 
15 t-encia entre los terminales de salida $2 y 54 en los drenajes! 

de los transistores 48 y 50 respectivamente. Los transistores 

48 y 50 pueden comprender, por ejemplo, los transistores VMOS 

Part Number VMP 22, que. tienen las conexiones de puerta y 

alimentación como se ilustran, o sus equivalentes, fabricados 

20 por Siliconex Corp., que tienen una capacidad de 90 voltios. 

Esta capacidad puede aumentarse a una slida de 400 a 500 vol­

tios por la variación de los parámetros del transistor y el 

ejemplo de 90 voltios se da solamente a modo de ilustración.

Describiremos seguidamente el funcionamiento 
25 del conmutador de alta tensión y el circuito de excitación 

capacitivo 10 para el caso en el que la entrada de la línea 

24 a la puerta NAND 20 sea baja (0 voltios), esto es, cuando 

el conmutador li esta en la posición OFF (desconectado). Para 

esta condición, la salida de la puerta NAND 20 son 15 voltios 

DC no temporizados;; que está bloqueada por los condensadores30
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28 y 30. La carga residual de los condensadores 28 y 30 se 

disipa en las resistencias 56 y 53 respectivamente como una 

corriente de pérdidas. El condensador 46 se descarga a tra­

vés de la resistencia 60, resultado en una tensión puerta 

5 a^fuente aplicada a los transistores 48 y 50 de 0 voltios 

que pasa los transistores 48 y 50 a la condición OFF y que 

proporciona una vía de lata resistencia entre los terminales 

52 y 54 en los consumos de los tranaistores 48 y 50 respec­
tivamente.

10 Cualquier corriente que pueda acoplarse
a los condensadores 28 y 30 desde los terminales de salida 

52 y 54 de los transistores 48 y 50 resultará en la misma 
' diferencia de potencial a través de los condensadores 28 

y 30, lo que proporciona señales en-fase en los terminales 

15 de entrada 40 y 42 de la exclusiva-OR 36. Ya que, como se

ha mencionado anteriormente, la puerta exclusiva-OR 36 ten­

derá solamente una salida en respuesta a entradas fuera-de- 

fase, la puerta exclusiva-OR 36 es insensible a la señal en 

fase aplicada en las entradas 40 y 42 de la misma. Es evi- 

20 dente que la tensión de salida que aparece en los terminales 

58 y 54 del conmutador de alta tensión no tendrá efecto en 

el funcionamiento del conmutador, que se conecta solamente 
por el excitador fuera-de-fase. Así, la operación de la 

puerta exclusiva OR 36 mantiene el aislamiento eléctrico 

25. de la tensión de salida del conmutador 16 para todas las
tensiones por debajo del limite de ruptura de los transisto­

res 48 y 50 y de los condensadores 28 y 30, lo que como se 

ha mencionado puede ser dentro del margen de 400 a 500 vol­

tios. Ya que todos los componentes activos pueden incluir 

30 transistores MOS que se pueden fabricar de acuerdo a téc-

.-riyS
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nicas bien conocidas, utilizando procesos de aislamiento die­

léctrico convencional, todo el circuito puede realizarse so­

bre un único chip de silicio. Se obtiene así en los termina­

les 52 y 54 una tensión DC conmutada en flotación y aislada 

5 (de tierra).
Refiriéndonos a la Fíg. 2, se ilustra en 

100 un circuito puente aislado en flotación para conmutar 

la salida del secundario de un circuito de línea telefónica. 

Este circuito es útil como un generador de señal programable 

10 en un circuito de línea de abonado telefónico para adaptar 

las líneas o enlaces telefónicos analógicos a un sistema de 

conmutación digital del tipo descrito con detalle en la so­

licitud de patente norteamericana Serie na 733-713 y a la 
que se hace referencia para más detalles del funcionamiento 

15 del circuito de línea y del generador de señal programable. 

Para los fines de la pnesente descripción, es suficiente la 

incorporación de los conmutadores del presente invento en 

el generador de señal ilustrado. En un tal circuito de línea, 

las señales analógicas de entrada tal como aparecen en las 

20 líneas de señal 102 y 104 se detectan, se digitizan y se pro­

cesan por un microprocesador para derivar una señal de exci­

tación modulada de la tensión detectada digitizada, que se 
acopla luego al generador de señal programable para generar 

diferentes señales, tales como la tensión de llamada telefó- 

25 nica. Los detalles del funcionamiento del circuito de linea 

mencionado antes se describen en la Patente Norteamericana 
NS 733-713 que se puede indicar aquí a modo de referencia 

sin embargo, es suficiente para un entendimiento de una apli­

cación típica del presente invento que el generador de se- 

30 ñal programable mostrado en 100 debe estar aislador del res-
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to del circuito de línea (no mostrado) por medio de un trans­

formador tal como el transformador de ferrita 106. Ya que 

el valor de la señal generada por un generador de señal pro- 

gramable está determinado por las señales de control de en- 

5 trada derivadas de un microprocesador, el generador de se­

ñal 100 se describe, en términos generales, como un generador 

de señal programable.

Para un valor dado de tensión acoplada al 

primario 108 del transformador 106 por un transistor de ex- 

10 citación 110 de un circuito de excitación tiene una excita­

ción base derivada de un microprocesador de tal manera que 

lá. excitación de base tiene una duración de impulso variable 

en el orden de 50 a 100 KHz para la generación de una ten- 
sión DC fija en las líneas de señal 102 y 104. La duración 

15 de impulso de la excitación de base aplicada al transistor
100 se varia por el microprocesador de acuerdo con los cam-; 

bips de carga detectados en las líneas de señal 102 y 104 

que se detectan en el circuito de línea y se utilizan por 

,al^microprocesador para variar la duración de impulso de 

20 la-excitación de impulso en la base del transistor 110 para 

hacer posible, por ejemplo, la detección de los cambios 

en el estado del gancho del aparato del abonado.

* Un cierto número de conmutadores SI, S2,

S3t S4, S5 y S6 se utilizan en un tal generador de señal.

25 Cada uno de los conmutadores SI a S6 puede comprender un 

. conmutador de alta tensión y un circuito de excitación aco­

plado capacitivamente de acuerdo con el presente invento des­
crito en conexión con la Fig. 1, con la entrada de señal de 

control ilustrada por el conmutador 18 de la Fig. 1 estando 

30 proporcionada para los conmutadores S3 a S6 por las señales



5

10

13

20

25

30

11.

de control de conmutación desde el microprocesador en las 

entradas de control de los conmutadores. Los conmutadores 
SI y S2 pueden utilizarse para poner a tierra el lado de 

la línea con fines de prueba y la inductancia 112 sirve pa­

ra aislar el generador de snñal de impedancia relativamente 
baja de la línea.

Operacionalmente, el primario 108 alma­
cena energía de acuerdo con la relación E = 1/2.i^. Cuando 

si transistor 110 esta en ON (conectado)(los puntos indica­

dos con polaridad positiva se vuelven de polaridad negativa) 

el diodo 114 no conduce. Cuando el transistor 110 está OFF 

el diodo 114 conduce, cargando el condensador shunt 116 y 

transfiriendo la energía almacenada en el primario 108 al 
secundario 118, esto es, al condensador 116. La transferen­

cia de energía del primario el secundario del transformador 

106 está controlada por la conmutación del transistor 110 

mientras que la cantidad de energía transferida (la tensión 

de salida efectiva) esta controlada por el ciclo de trabajo 
de la conmutación del transistor 110, que a su vez está con— 

^T^olado por la señal modulada por duración de impulso apli­
cada a su base.

Los conmutadores S3, S4, S5 y S6 del pre­
sente invento, que pueden comprender conmutadores VMOS del 

tipo descrito con refencia a la Fig 1 están excitados por 

el transformador de aislamiento acoplado al microprocesador 

controlado por los impulsos de conmutación en sus entradas 

de control. Se genera una señal ac por medio de una señal 

rectificada en media onda y los conmutadores S3 a S6. Cuan­

do los conmutadores S3 y S4 están ON los conmutadores S5 y 
S6 están OFF, y viceversa. A modo de ilustración, cuando
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los conmutadores S3 y S4 están ON la polaridad negativa del 

condensador 116 se acopla a la línea de señal 102 y la po­

laridad positiva a la línea de señal 104. Es importante man­

tener la configuración del puente en flotación de tal manera 

5 que el aislamiento de las salidas de los conmutadores S3 a 

S6 de las entradas de control al mismo se mantenga.

Ha de quedar entendido que la anterior 

descripción de una forma determinada del invento se hace a 

modo de ejemplo y no debe considerarse como limitación de 
10 su alcance.

El presente invento corresponde a una so­
licitud de patente formulada en Estados Unidos el día 24 de 
;Febrero de 1978, señalada con el Na 880,833 6. 232 y se aco- 

,.Ss POF tanto a los beneficios que otorgan los convenios in- 
15 "ternacionales vigentes.
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.............-------------- NOTA-?.-------------------------

Los puntos de invención propia y nueva que 
se presentan para que sean objeto de esta patente de vinete 
años son los.siguientes:

1. - Un conmutador de estado sólido que com­
prende :

- elementos lógicos de entrada para acoplar selectivamente 

una tensión de entrada a una salida de dichos elementos ló­

gicos de entrada en una frecuencia predeterminada;

- elementos para acoplar capacitivamente dich& tensión de 

frecuencia predeterminada a un par de entradas lógicas, de 

tal manera que dicha tensión de frecuencia predeterminada 

en una de dichas entradas lógicas está fuera de fase respec­
to de la otra tensión de frecuencia predeterminada en la otra 
de las entradas lógicas;

- elementos puerta que responden a las tensiones en dichas 

entradas lógicas y que tienen una salida cuando las tensio­
nes en dichas entradas lógicas están fuera de fase; y

- elementos de conmutación que responden a la salida de los 

elementos puerta para proporcionar bien una salida de alta 
tensión o una vía conductiva de baja resistencia a la salida 
de los mismos, de acuerdo con la salida de dichos elementos 

puerta, de- tal manera que dicha salida de alta tensión está 

eléctricamente aislada de dichos elementos lógicos de entra­
da.

2. - Un conmutador de estado sólido de acuer­
do con la -reivindicación 1 en donde los elementos lógicos

de entrada comprenden un circuito puerta para acoplar una 

tensión DC desde la entrada de los mismos a su salida en 
dicha frecuencia predeterminada.
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3.- Un conmutador de estado sólido según 

la reivindicación 2 en dónde dichos elementos para acoplar 

capacitivamente dicha tensión comprenden:

- un primer condensador acoplado a la salida de los elementos 

5 lógicos de entrada y a una de dichas entradas lógicas a di­

chos elementos puerta;

- un inversor acoplado a la salida de dichos elementos lógi­

cos de entrada y a un segundo condensador, estando acoplada 

la salida de dicho segundo condensador al otro lado de las

10 entradas lógicas de dichos elementos puerta, de tal manera

que las salidas de los condensadores primero y segundo están 
fuera de fase una respecto de la otra.

[ 4.- Un conmutador de estado sólido según
.la-reivindicación 3 que comprende además:

15 * - un elemento en puente de diodos acoplado a las salidas de

los condensadores primero y segundo para mantener niveles 
de tensión predeterminados en las entradas lógicas de los 
elementos puerta.

5<- Un conmutador de estado sólido según 

20 ^la reivindicación 3 en dónde dichos elementos puerta incluyen
una puerta exclusiva-OR.

6.- Un conmutador de estado sólido según 
la reivindicación 3 en dónde dichos elementos de conmutación 

comprenden un par de transistores de conmutación que se conmu- 

25 tan a la posición 0N por la presencia de la salida de dichos 
elementos puerta y a OFF por la ausencia de la salida de los 
elementos puerta.

7*- Un conmutador de estado sólido según 
la reivindicación 6 en dónde dichos transistores de conmuta­

ción son transistores MOS que tienen sus puertas acopladas30
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a la salida de los elementos puerta y proporcionan bien una 

vía de resistencia alta o baja entre sis drenajes en respuesta 

a la presencia de una salida desde los elementos puerta.

8.— Un conmutador de estado sólido según 
la reivindicación 7 en dónde dichos transistores de conmuta­
ción con transistores VMOS.

9-- Un conmutador de estado sólido según 
la reivindicación 3 en dónde dichos elementos lógicos de 

entrada, los elementos para acoplar capacitivamente la ten­

sión de frecuencia predeterminada, los elementos puerta y los 
elementos de conmutación están comprendidos en un único chip 
de silicio.

10.- Un conmutador de estado sólido según 
la reivindicación 1 para un circuito de abonado telefónico, 

que incluye un generador de señal para generar una tensión 

de salida aislada eléctricamente, incluyendo elementos de 

aislamiento de señal que tienen varios conmutadores de es­

tado solido, estando acoplado cada uno de tales conmutadores 
a un generador de señales de control en una entrada de con­

trol del mismo, en dónde cada uno de los conmutadores de es­
tado sólido comprende:

- elementos lógicos de entrada que tienen una entrada de 

control para acoplar una tensión a una salida de dichos ele­

mentos lógicos de entrada en una frecuencia predeterminada;

- elementos para acoplar capacitivamente dicha tensión de 

frecuencia predeterminada a un par de entradas lógicas,

de tal manera que dicha tensión de frecuencia predeterminada 

en una de dichas entradas lógicas es de una fase diferente 

que la fase de la tensión en la otra de las entradas lógicas;

- elementos puerta que responden a las tensiones en dichas
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entradas lógicas y que tienen una salida cuando las tensiones 

en dichas entradas lógicas están fuera de fase; y

- elementos de conmutación que responden a la salida de dichos 
elementos puerta para proporcionar bien una salida de alta

5 tensión o una vía conductora de baja resistencia á la salida 

de los mismos, de acuerdo con con la salida de dichos elemen­

tos puerta, de tal manera que dicha salida de alta tensión 

esté aislada eléctricamente de dichos elementos lógicos de 

entrada;
10 11.- Un conmutador de estado sólido de

acuerdo con la reivindicación 10 para un circuito de abonado 

telefónico que tiene varios conmutadores de estado sólido 

mejorados en dónde dichos elementos en cada uno de los conmu­
tadores para acoplar capacitivamente dicha tensión comprende:

15 - u n  primer condensador acoplado a la salida del elemento lógico 

de entrada y a una de las entradas lógicas a dichos elementos 

puorta; y

- un inversor acoplado a la salida de dicho elemento lógico 

de entrada y a un segundo condensador, estando acoplada la
20 salida de dicho segundo condensador a la otra de dichas en­

tradas lógicas a dichos elementos puerta, de tal manera que 

las salidas de los condensadores primero y segundo están fuera 

de fase entre sí.
12. - Un conmutador de estado sólido según 

25. la reivindicación 11, para un circuito de abonado telefónico
que tiene diversos conmutadores de estado sólido, en dónde 

los elementos puerta en cada uno de dichos conmutadores in­

cluyen una puerta exclusiva-OR.

13. - Un conmutador de estado sólido, según 
30 la reivindicación 12, en dónde dichos transistores de conmuta-
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ción en nada uno de dichos conmutadores son transistores MCS 

que tienen sus puertas acopladas a la salida de los elementos 

puerta para^proporcionar bien una vía de alta o baja resis­

tencia entre sus drenajes en respuesta a la salida desde los

14. - Un conmutador de estado sólido según la 

reivindicación 1 3 , en dónde dichos transistores de conmuta­
ción en cada uno de los conmutadores son transistores VMOS.

15. - Un conmutador de estado sólido según 

10 la reivindicación 1 1 , para un circuito de abonado telefónico

en dónde en cada uno de dichos conmutadores el elemento ló­

gico de entrada, el elemento para acoplar capacitivamente 

la tensión de frecuencia predeterminada, el elemento puerta 
y el elemento de conmutación están comprendido en un único 

15 chip de silicio.'

5 elementos puerta.

l6.- Un conmutador de estado sólido.
Tal y como se ha describo en la memoria

que antecede, representado en los dibujos que acompañan y
a ios fines especificados.

20 Esta memoria consta de diecisiete hojas
escritas por una sola cara.
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